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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】令和2年11月19日(2020.11.19)

【公開番号】特開2019-75441(P2019-75441A)
【公開日】令和1年5月16日(2019.5.16)
【年通号数】公開・登録公報2019-018
【出願番号】特願2017-199604(P2017-199604)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  27/146    (2006.01)
   Ｈ０４Ｎ   5/3745   (2011.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ   27/146    　　　Ａ
   Ｈ０４Ｎ    5/3745   ２００　
   Ｈ０１Ｌ   27/146    　　　Ｄ

【手続補正書】
【提出日】令和2年10月8日(2020.10.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光電変換部、前記光電変換部で生成された電荷を保持する電荷保持部、および、前記電
荷保持部で保持された電荷が転送される電荷検出部を含む半導体層と、
　前記半導体層の上に配された、トランジスタのゲート電極と、
　前記半導体層を覆い、前記ゲート電極の上に位置するコンタクトホールを有する絶縁膜
と、
　前記コンタクトホールの中に配され、前記ゲート電極に接続されたコンタクトプラグと
、
　前記絶縁膜と前記半導体層との間に位置し、前記電荷保持部を覆う第１部分、および、
前記ゲート電極の上面を覆う第２部分を有する遮光膜と、
　前記第２部分と前記ゲート電極との間に位置する誘電体層と、
　を備える光電変換装置であって、
　前記誘電体層の比誘電率が、前記絶縁膜の比誘電率よりも低いことを特徴とする光電変
換装置。
【請求項２】
　光電変換部、前記光電変換部で生成された電荷を保持する電荷保持部、および、前記電
荷保持部で保持された電荷が転送される電荷検出部を含む半導体層と、
　前記半導体層の上に配された、トランジスタのゲート電極と、
　前記半導体層を覆い、前記ゲート電極の上に位置するコンタクトホールを有する絶縁膜
と、
　前記絶縁膜と前記半導体層との間に位置し、前記電荷保持部を覆う第１部分、および、
前記ゲート電極の上面を覆う第２部分を有する遮光膜と、
　前記第２部分と前記ゲート電極との間に位置する誘電体層と、
　を備える光電変換装置であって、
　前記誘電体層がｌｏｗ－ｋ材料からなることを特徴とする光電変換装置。
【請求項３】
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　前記絶縁膜および前記誘電体層はＳｉおよびＯを含み、前記誘電体層はＣおよびＦの少
なくとも一方を含む、請求項１または２に記載の光電変換装置。
【請求項４】
　光電変換部、前記光電変換部で生成された電荷を保持する電荷保持部、および、前記電
荷保持部で保持された電荷が転送される電荷検出部を含む半導体層と、
　前記半導体層の上に配された、トランジスタのゲート電極と、
　前記半導体層を覆い、前記ゲート電極の上に位置するコンタクトホールを有する絶縁膜
と、
　前記コンタクトホールの中に配され、前記ゲート電極に接続されたコンタクトプラグと
、
　前記絶縁膜と前記半導体層との間に位置し、前記電荷保持部を覆う第１部分、および、
前記ゲート電極の上面を覆う第２部分を有する遮光膜と、
　前記第２部分と前記ゲート電極との間に位置する誘電体層と、
　を備える光電変換装置であって、
　前記絶縁膜は、ＳｉおよびＯを含み、さらにＢおよびＰの少なくとも一方を含み、
　前記誘電体層は、ＳｉおよびＯを含み、さらにＣおよびＦの少なくとも一方を含むこと
を特徴とする光電変換装置。
【請求項５】
　前記誘電体層の比誘電率が３．５以下である、請求項１乃至４のいずれか１項に記載の
光電変換装置。
【請求項６】
　前記遮光膜は前記トランジスタのソースまたはドレインを覆う第３部分を有し、前記誘
電体層が、前記第３部分と前記半導体層との間に延在する、請求項１乃至５のいずれか１
項に記載の光電変換装置。
【請求項７】
　前記ゲート電極は、前記電荷検出部に接続されている、請求項１乃至６のいずれか１項
に記載の光電変換装置。
【請求項８】
　前記第１部分と前記半導体層との間の距離は、前記第２部分と前記半導体層との間の距
離よりも小さい、請求項１乃至７のいずれか１項に記載の光電変換装置。
【請求項９】
　前記遮光膜は前記光電変換部の一部を覆う第４部分を有し、前記誘電体層は前記第４部
分と前記半導体層との間に延在する、請求項１乃至８のいずれか１項に記載の光電変換装
置。
【請求項１０】
　前記誘電体層は前記光電変換部の上に開口を有する、請求項１乃至９のいずれか１項に
記載の光電変換装置。
【請求項１１】
　前記誘電体層と前記ゲート電極との間には、前記誘電体層の前記比誘電率よりも高い比
誘電率を有する誘電体膜が設けられている、請求項１乃至１０のいずれか１項に記載の光
電変換装置。
【請求項１２】
　前記遮光膜の端面が、前記ゲート電極の上面の上に位置している、請求項１乃至１１の
いずれか１項に記載の光電変換装置。
【請求項１３】
　前記誘電体層は有機ポリマーからなる、請求項１乃至１２のいずれか１項に記載の光電
変換装置。
【請求項１４】
　前記遮光膜には、前記光電変換部の上に位置する第１開口と、前記電荷検出部の上に位
置する第２開口とが設けられている、請求項１乃至１３のいずれか１項に記載の光電変換
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装置。
【請求項１５】
　前記第２開口の中には、前記ゲート電極に接続されたコンタクトプラグを含む複数のコ
ンタクトプラグが設けられている、請求項１４に記載の光電変換装置。
【請求項１６】
　前記遮光膜には第３開口が設けられており、前記第３開口の中には、前記ゲート電極に
接続されたコンタクトプラグを含む複数のコンタクトプラグが設けられている、請求項１
４または１５に記載の光電変換装置。
【請求項１７】
　前記光電変換部と前記電荷保持部との間の半導体領域の上には第１転送電極が設けられ
ており、前記電荷保持部と前記電荷検出部との間の半導体領域の上には第２転送電極が設
けられている、請求項１乃至１６のいずれか１項に記載の光電変換装置。
【請求項１８】
　前記遮光膜の上には銅を主成分とする配線層が設けられており、前記遮光膜の主成分は
銅ではない金属である、請求項１乃至１７のいずれか１項に記載の光電変換装置。
【請求項１９】
　前記電荷保持部はｎ型の半導体領域を含み、前記ｎ型の半導体領域と前記半導体層の表
面との間にはｐ型の半導体領域が配されている、請求項１乃至１８のいずれか１項に記載
の光電変換装置。
【請求項２０】
　請求項１乃至１９のいずれか１項に記載の光電変換装置を備える電子機器であって、
　前記光電変換装置に結像する光学系、前記光電変換装置を制御する制御装置、前記光電
変換装置から出力された信号を処理する処理装置、前記光電変換装置で得られた情報を表
示する表示装置、および、前記光電変換装置で得られた情報を記憶する記憶装置の少なく
ともいずれか、をさらに備えることを特徴とする電子機器。
【請求項２１】
　移動装置を備える輸送機器であって、
　請求項１乃至１９のいずれか１項に記載の光電変換装置と、前記光電変換装置で得られ
た情報に基づいて前記移動装置を操作するための処理を行う処理装置と、をさらに備える
ことを特徴とする輸送機器。
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